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La méthode de dépôt de couches atomiques (ALD) [1] permet de réaliser des dépôts de couches 
minces de haute qualité. Il procède par alternance de dépôt entre un précurseur et un oxydant 
ou un réducteur tout en préservant l’état du substrat, comme l’état amorphe du silicium 
indispensable pour la réalisation des cellules photovoltaïques à hétérojonctions (a-Si:H). Mais 
l’ALD conventionnel (technologie sous vide) a une vitesse de dépôt relativement faible ce qui 
limite son utilisation industrielle dans le secteur photovoltaïque. Une nouvelle approche qui 
reçoit beaucoup d’attention ces dernières années, est l’« ALD Spatiale à la pression 
atmosphérique (noté AP-SALD) » [2]. Dans ce procédé, le gaz précurseur et le gaz oxydant ou 
réducteur sont fournis à des emplacements physiques différents à proximité du substrat. Le 
déplacement du substrat sous les différentes arrivées de gaz permet l’alternance des couches 
déposées. Ainsi, l’AP-SALD est deux fois plus rapide que l’ALD conventionnel. 
 
A présent, l’idée est d’intégrer à un tel procédé un plasma pour apporter des radicaux, et des 
atomes excités qui induisent des réactions qui ne sont parfois pas possibles avec seulement 
l’énergie thermique [3]. Ainsi, il serait possible de réaliser des dépôts à des températures plus 
faibles, et d’élargir la gamme des précurseurs possibles, y compris ceux moins réactifs. 
 
Pour ce faire, une source de type décharge à barrière diélectrique (DBD) pour produire un 
plasma non-thermique à la pression atmosphérique (AP-NTP) a été développée (réacteur et 
alimentation dédiée) et intégrée à la tête de dépôt. Au niveau de son action, l’énergie cinétique 
des électrons apportés par le plasma permet la dissociation et l’ionisation des molécules de gaz 
porteur (N2, O2, et H2O) pour produire des radicaux (N, O, OH, HO2 ...) qui, à leur tour, ouvrent 
différentes voies de réaction conduisant à la production de molécules de type O3, NO, NO2, 
N2O utiles pour la réalisation et la qualité du dépôt.  
 
Les travaux présentés ici porteront sur la conception, la réalisation et la caractérisation d’une 
telle source plasma. Les premiers résultats de dépôts PE-SALD (Plasma Enhanced SALD) 
réalisés avec cette source plasma seront également présentés. 
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